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MOVPE では、有機金属を用いるため原料由来の炭素が nGaN 結晶内に取り込まれると補償アクセプ
ターとして働き、意図せずキャリア濃度を低くする。我々のグループは、自立GaN基板上にMOVPEで成
長した p-n 接合ダイオードにおいて、エミッション顕微鏡を用いてアバランシェ降伏時の発光像が結晶成
長後に観測される表面モフォロジーを反映していることを報告している[1]。また、MOVPE エピ膜の表面
モフォロジーが基板のオフ角度と強い相関があり、モフォロジーの形成プロセスについても報告してきた
[2]。しかしながら、p-n 接合ダイオードのアバランシェ降伏時の発光像の要因は、デバイス内のキャリア濃
度を反映している可能性が示唆されるが、表面モフォロジーとキャリア濃度の分布を明らかにはされてい
ない。そこで、本研究では、GaN 基板上に MOVPE 法によって n-GaN を成長させた場合の、表面モフォ
ロジーとキャリア濃度の関係について検討したので報告する。 
サンプルとして、HVPE により製造された m 軸方向に中心オフ角 0.4°を有する c 面 GaN 基板上に

MOVPE法を用いて成長温度 1030℃、成長圧力 100kPa、成長レート 3.3µm/h、V/III比 1997にて n-GaN

を成長させた。成長過程に伴う表面モフォロジーの変化を比較するため、n-GaN ([Si]:1e+16cm-3)を①
0.3µm、②5㎛の 2種類を成長した。これらのサンプルについて、SMM(Scanning Microwave Microscopy)

と AFM(Atomic Force Microscopy)を用
いて、表面モフォロジーとキャリア濃度
の評価を実施した。 

Fig.1,2は,n-GaN 0.3µm,5µmにおけ
る表面の高さ、ならびにキャリア濃度を
(a)AFM と(b)SMM によって観察した像
である。0.3µm のAFM像では、三角状
ヒロックが観測された。また、SMM 像で
は、三角状ヒロックのキャリア濃度が周り
の平坦な領域よりも低くなっていること
が観測された。一方、5µmのAFM像で
は、直線状に波状凹凸が観測され、
SMM 像においても直線状にキャリア濃
度の低い領域がみられた。より詳細な
成長過程の観察から、表面モフォロジ
ーは初期に三角状ヒロックが形成され、
その後ヒロック同士が連結することで波
状のモフォロジーへ変化することがわか
った。それに伴い、キャリア濃度の低い
領域が線状に連なっていると考えられる。
このキャリア濃度の変化は、異なる表面
モフォロジー上の成長モードが炭素の
取り込みに影響を与えていることが示唆

された。 
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Fig.2 (a) AFM and (b) SMM image of GaN 

surface at 5 µm grown on GaN substrate  

Fig.1 (a) AFM and (b)SMM image of GaN 

surface at 300 nm grown on GaN substrate 
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